
            InP Substrate Products   

 

(一)Electrical Parameters 

Material  Un‐InP  S‐InP  Sn‐InP  Fe‐InP  Zn‐InP 

Conduction 

Type 

N  N  N  Si  P 

Inch  2/3/4  2/3/4  2/3/4  2/3/4  2/3/4 

Carrier 

Concentration 

(cm‐3) 

(0.3~2)E18  (1~8)E18  (1~4)E18  ‐  (0.6~2)E18 

(3~6)E18 

Resistivity 

(Ω.cm) 

‐  (0.6~2.5)E‐3  (1~6)E‐3  ≥1E7  ‐ 

Mobility 

(cm2/V.s) 

(3.5~4.5)E3  (1~2)E3  (1.2~2.1)E3  ≥2E3  70~90 

50~70 

EPD 

(cm‐2) 

2”: ≤1000 

3”: ≤1000 

4”: ≤5000 

2”: ≤1000 

3”: ≤1000 

4”: ≤5000 

2”: ≤5000 

3”: ≤5000 

4”: ≤10000 

2”: ≤5000 

3”: ≤5000 

4”: ≤5000 

2”: ≤1000 

3”: ≤1000 

4”: ≤10000 
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